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金属１／絶縁体／有機半導体／金属２の接合素子を用いて、有機半導体／金属２の間の電荷注

入障壁を求める手法を以前に提案した[1]。この実験では、固定電圧 Voffを印加し、変動電圧 Va
を印加した時の変位電流を積分し、蓄積電荷量 Qaccを求める。さらに、解析で有機半導体層

の内部電圧変化 VOS= Va Qacc/CIと、電荷注入を反映するパラメータQ = QaccC0Vaを求め、

Qの VOS依存性を求める。ここで CIは絶縁層の電気容量、C0は有機半導体と SiO2絶縁層の

合成電気容量である（C0 = CICOS/(CI+COS)）。この実験で用いる素子構造は有機 FETの電極部

分と同じであるため、有機 FETにおける電荷注入プロセスを調べることもこの実験の目的で

Fig. 1 Experimental data of accumulated charge measurement (ACM) for
pentacene (a) and H2Pc (b). Theoretical calculations on ACM based on
thermal-equilibrium (TE; c) and non-thermal-equilibrium (d; NTE) models.

ある。これまでの実験

の結果、Voffを増加する

と見かけの注入障壁

（Qが立ち上がる VOS
電圧）が減少する場合

（Fig. 1a）と、あると

ころでほぼ飽和する場

合（Fig. 1b）の２通り

があることが分かっ

た 。 本 研 究 で は

Poisson-Boltzman モ デ

ルを用いた理論計算に

より、これまで得られ

たデータの解釈を試み

た [2]。その結果、この

違いは、熱平衡型の電

荷抽出 (TE型：Fig. 1c)
が起こっている場合と

非熱平衡型の電荷抽出

（NTE型: Fig. 1d）が起

こっている場合の違い

に起因することが分か

った。
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